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Исследована температурная зависимость края фундаментального поглощения длиннопериодных структур

InxGa1−xAs/GaAs с различным числом квантовых ям в образцах с близким составом квантовых ям, шириной

ям и периодом структуры. Экспериментальные результаты интерпретируются при помощи механизма

экситон-поляритонного светопереноса с участием локализованных экситонов в ограниченных структурах

с конечным числом квантовых ям. Обнаруженная низкотемпературная аномалия интегрального поглощения

связывается с переизлучением резонансных локализованных экситонов вдоль конечной цепочки квантовых

ям в отсутствие экситонного переноса. Получена экспериментальная оценка значения радиационного затуха-

ния экситона в одиночной квантовой яме. Продемонстрировано, что в области низких температур основной

вклад в наблюдаемую ширину линии поглощения основного экситонного состояния уровней перехода

тяжелой дырки определяется неоднородным уширением поля флуктуирующего потенциала, обусловленного

композиционной неупорядоченностью твердого раствора. При низких температурах неоднородное уширение

существенно превышает значения радиационного и нерадиационного истинного диссипативного затухания.

1. Введение

Экситонные поляритоны играют определяющую роль

в процессах оптического поглощения и светопереноса

вблизи края фундаментального поглощения полупро-

водников. Важное свойство экситонных поляритонов —

наличие температурной зависимости интеграла по спек-

тральной линии экситонного поглощения [1]. Эту зави-

симость (рост интегрального поглощения при увеличе-

нии температуры до некоторого критического значения,

выше которого происходит насыщение) часто называют

аномальной. При этом имеют в виду, что для связанных

дипольных осцилляторов с бесконечной трансляционной

массой интегральное поглощение не зависит от темпера-

туры [2]. Низкотемпературная аномалия интегрального

экситонного поглощения света обусловлена конкуренци-

ей процессов нерадиационного и радиационного распада

экситонов, которые приводят к преобразованию энергии

экситона во внутреннюю энергию полупроводника (ис-
тинное поглощение) и в энергию вторичного излучения

соответственно. Конкретные механизмы температурно-

зависимого нерадиационного затухания экситонов суще-

ственно зависят от типа полупроводниковой системы.

В полупроводниковых кристаллах зависимость инте-

грального поглощения от параметра затухания эксито-

нов связывают с наличием пространственной дисперсии

и, как следствие, добавочных световых волн [1]. Погло-

щение, которое при низких температурах обусловлено

двумя модами — экситоноподобной и фотоноподобной,

при критической температуре становится фактически

одномодовым и перестает зависеть от температуры.

Этой температуре соответствует критическое значение
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параметра затухания Ŵc = 2~ω0

√

2ε0~ωLT

Mc2 [1], которое

зависит от энергии продольно-поперечного расщепления

~ωLT и трансляционной массы M экситона с энергией

~ω0. С этой точки зрения интерпретируются все полу-

ченные к настоящему времени результаты по экситонно-

му интегральному поглощению в кристаллах CdS [3,4],
GaAs [5], ZnTe, CdTe [6], ZnSe [7].
В работе [5] было установлено наличие темпера-

турной зависимости интегрального поглощения, обу-

словленного квазидвумерными экситонами в корот-

копериодных гетероструктурах с квантовыми ямами

(Al,Ga)As/GaAs. Впоследствии низкотемпературная ано-

малия интегрального экситон-поляритонного поглоще-

ния была обнаружена для структур с одиночными и

двойными квантовыми ямами InGaAs/GaAs [8], а также

для длиннопериодных структур InGaAs/GaAs [9].
Теория экситон-поляритонного поглощения в одиноч-

ных квантовых ямах и периодических структурах была

развита в работах [10–12]. Был сделан вывод, что в низ-

коразмерных гетероструктурах низкотемпературная ано-

малия интегрального поглощения связана с наличием

температурно-зависимого экситон-поляритонного свето-

переноса путем переизлучения квазидвумерных эксито-

нов между квантовыми ямами в отсутствие их „механи-

ческого“ переноса. Найдено, что в цепочках с конечным

числом N квантовых ям, которые являются открытыми

оптическими системами, в отличие от неограниченных

сред, интегральное поглощение становится зависящим

от N. В теоретической работе [13] было показано, что

при переходе от короткопериодных к длиннопериодным

структурам, вплоть до брэгговских, с учетом эффектов

неупорядоченности характерные зависимости интеграль-

ного экситонного поглощения от температуры и числа

квантовых ям сохраняются.
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В работах [14,15] было продемонстрировано наличие

температурной зависимости интегрального экситонного

поглощения в полупроводниковых твердых растворах

AlxGa1−xAs. В образцах высокого кристаллофизического

качества, исследованных в [14,15], температурная зави-

симость интегрального поглощения объясняется наличи-

ем двухмодового светопереноса с участием квазисвобод-

ных экситонов по аналогии со средами с пространствен-

ной дисперсией.

Результаты перечисленных работ свидетельствуют,

что интегральное поглощение является эффективным

методом экситон-поляритонной спектроскопии. Они по-

казывают, в частности, что особенности температурной

зависимости интегрального поглощения можно исполь-

зовать в качестве критерия существования экситон-

поляритонного светопереноса. В связи с этим весьма

актуальным представляется углубленное изучение это-

го эффекта, особенно для длиннопериодных структур,

которым посвящено сравнительно мало работ [9].

Цель данной работы — изучение зависимости от

температуры и числа квантовых ям интегрального эк-

ситонного поглощения в длиннопериодных структурах

InxGa1−xAs/GaAs с близким составом ям, ширинами

ям и периодами структур. Для серии наноструктур

были измерены экситонные спектры отражения и про-

пускания, на основе которых анализировались спектры

поглощения. Получены температурные зависимости ин-

тегрального экситонного поглощения, ширины линий

поглощения и параметра нерадиационного затухания

экситона. Установлено наличие зависимостей интеграль-

ного экситонного поглощения от температуры и числа

квантовых ям в структуре, которые находятся в хорошем

согласии с предсказаниями теории. Содержание статьи

сводится к следующему. В разд. 2 описаны образцы и

постановка оптического эксперимента. В разд. 3 приве-

дены измеренные при разных температурах экситонные

спектры отражения и пропускания, обработка которых

и полученные температурные зависимости поглощения

приведены в разд. 4. В разд. 5 обсуждаются темпера-

турные зависимости интегрального экситонного погло-

щения.

2. Образцы и техника
экспериментального исследования

Экспериментально исследовались образцы, выра-

щенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на

подложке из арсенида галлия. Слои квантовых ям

InxGa1−xAs разделялись барьерными слоями GaAs. Из

набора структур с различным числом периодов для

исследований были отобраны образцы с близкими па-

раметрами x состава квантовых ям, шириной LZ сло-

ев InxGa1−xAs и шириной LB барьерных слоев GaAs.

Исключительное качество квантовых ям исследован-

ных образцов экспериментально подтверждается тонкой

Основные параметры исследованных образцов. Данные изгото-

вителя

Количество Параметр Ширина слоя Ширина Период

периодов состава InxGa1−xAs слоя GaAs структуры

N x LZ , нм LB , нм d, нм

1 0.065 8.8 82.0 −

10 0.065 8.6 82.0 90.6

20 0.060 8.8 75.8 84.6

40 0.033 9.3 89.7 99.0

структурой экситонных спектров [16]. Параметры иссле-

дованных образцов1 приведены в таблице.

При изготовлении и упаковке образцов использо-

валась методика [17], позволяющая получать образцы

субмикронной толщины, свободные от неоднородных

деформаций и остаточных напряжений. Подложки уда-

лялись химическим травлением до достижения про-

зрачности в видимом диапазоне.2 Полученные образцы

переносились в бокс из покровного стекла и размеща-

лись свободно, без применения клеевой и механической

фиксации. Для устранения эффекта возможного нало-

жения высоких порядков интерференции Фабри−Перо

на поверхностях покровных стекол их плоскопарал-

лельность нарушалась неравномерным травлением в

плавиковой кислоте. Для исследования температурных

зависимостей оптического поглощения образцы поме-

щались в криостат УТРЕКС-240. Требуемая темпера-

тура образца в диапазоне 5−300K поддерживалась с

точностью 0.5K регулированием потока паров жидкого

гелия.

Оптическая схема экспериментальной установки опи-

сана в [18]. Интересующий участок изображения образца

вырезался при помощи скрещенных щелей в промежу-

точном фокусе. Исследуемые образцы были достаточно

прозрачны в видимой области, чтобы контролировать

изображение образца визуально при помощи микро-

скопа, изображение на который проецировалось при

помощи откидного зеркала. Спектры пропускания и от-

ражения регистрировались поочередно при нормальном

падении на образец. Электромеханические модуляторы

помещались перед лампами. Спектр излучения ламп

контролировался в начале и конце измерений. Шумовой

спектр регистрировался после каждого измерения.

Аппаратная функция монохроматора была существен-

но у́же интересующих деталей регистрируемого спек-

трального распределения, поэтому редукция к идеально-

му прибору не проводилась. Спектральная ширина ще-

лей, скорость сканирования и время накопления сигнала

выбирались в соответствии с требуемым спектральным

разрешением [19].

1 Образцы изготовлены в Научном оптическом центре университета

Аризоны и любезно предоставлены Х. Гиббсом и Г. Хитровой.
2 Прецизионное химическое травление образцов выполнено

Н.Д. Ильинской.
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Рис. 1. Температурная эволюция спектров пропускания T (λ)
(верхние графики) и отражения R(λ) (нижние графики) образ-

ца с количеством периодов N = 40.

3. Экситонные спектры
длиннопериодных структур
множественных квантовых ям

Температурная эволюция спектров пропускания T (λ)
и отражения R(λ) изучаемых структур продемонстри-

рована на рис. 1. В области спектральной прозрач-

ности образца наблюдается интенсивная интерферен-

ционная осцилляция, начало которой с повышением

температуры смещается вместе с положением макси-

мума экситонного поглощения в длинноволновую об-

ласть. Интерференционные экстремумы в спектрах от-

ражения и пропускания находятся в противофазе, при

этом сильно искажая сигнал в областях экситонного

поглощения. Процедура реконструкции поглощательной

способности A(λ) = 1− T (λ) − R(λ)[12] продемонстри-

рована на рис. 2. В качестве характеристики поглоще-

ния исследовалась оптическая плотность, определенная

как D(λ) = − ln
(

T (λ)
1−R(λ)

)

[12]. Соответствующий спектр

показан на нижнем графике рис. 2.

Температурная эволюция спектров оптической плот-

ности D(ω) образца с количеством периодов T = 40,

полученных в результате совместной обработки спект-

ров отражения и пропускания, продемонстрирована на

верхних графиках рис. 3. Такая методика обработки

спектров практически полностью исключает модулирую-

щее влияние осцилляций интерференции Фабри−Перо.

Спектры оптической плотности D(ω) содержат линии

поглощения, соответствующие экситонным переходам

в квантовой яме, связанным с легкой и тяжелой дыркой,

а также переходам, связанным с экситонными особенно-

стями в барьере GaAs. В исследуемых образцах ширина

барьера существенно превышает экситонный боровский

радиус LB ≫ aex, поэтому светопоглощение в барьер-

ных областях может быть описано в рамках теории

экситонных поляритонов в полупроводниковых кристал-

лах с учетом эффекта слабой деформации растяжения

в плоскости слоя [9]. После удаления подложки на-

пряжение, имевшееся в структуре из-за несоответствия

Рис. 2. Спектры пропускания T (λ), отражения R(λ) и погло-

щательной способности A(λ) образца с количеством периодов

N = 40 при температуре 100K (верхние графики). На нижнем

графике показан соответствующий спектр оптической плотно-

сти D(λ).
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Рис. 3. На верхних графиках продемонстрирована темпера-

турная эволюция спектров оптической плотности D(λ) образца
с количеством периодов N = 40, полученных в результате

совместной обработки спектров пропускания и отражения. На

нижнем графике отдельно показан спектр при температуре 5K.

На вставке в увеличенном масштабе показаны выделенные из

общего спектра линии экситонного поглощения в квантовой

яме.

постоянных решеток InAs и GaAs, перераспределяется

и частично передается в GaAs. Так как барьерные слои

гораздо шире ям, напряжения, возникающие в них,

весьма слабые, но достаточные для снятия вырождения

зон легких и тяжелых дырок.

На нижнем графике рис. 3 отдельно показан спектр

оптической плотности D(ω) при температуре 5K.

Особенности в длинноволновой области слабого по-

глощения соответствуют переходам в квантовой яме

InxGa1−xAs, особенности в коротковолновой области

сильного поглощения соответствуют экситонным пере-

ходам в барьерной области. Первые две линии погло-

щения соответствуют основному (1s) и возбужденно-

му (2s) состояниям экситона уровней перехода тяжелой

дырки HH1E1. Линии поглощения второй пары соответ-

ствуют основному (1s) и возбужденному (2s) состоя-

ниям экситона уровней перехода легкой дырки LH1E1.

Для этого образца при температуре 1.7 K в магнитном

поле наблюдалось возгорание линии, соответствующей

возбужденному (2s) состоянию экситона уровней пере-

хода тяжелой дырки LH1E1 [9]. Для образца с коли-

чеством периодов N = 20 наблюдалась линия перехода

LH3E1. Согласно расчетам, из-за низкого содержания

индия другие оптические переходы в такой структуре

отсутствуют.

Температурно-зависимое поглощение изучалось для

линии основного (1s) состояния экситона уровней пе-

рехода тяжелой дырки HH1E1 (см. вставку на нижнем

графике рис. 3).

4. Температурно-зависимое
экситонное поглощение

На верхних графиках рис. 4 показаны эксперименталь-

ные температурные зависимости максимальной оптиче-

ской плотности D(T ), ширины линии H(T ) и интеграла

оптической плотности K(T ) =
∞
∫

−∞

dωD(T, ω) линии по-

глощения основного (1s) состояния экситона уровней

перехода тяжелой дырки HH1E1 образца с количеством

периодов N = 40.

В образцах с количеством периодов N = 10 и 40

значение оптической плотности в максимуме поглоще-

ния линии основного (1s) состояния экситона уров-

ней перехода тяжелой дырки HH1E1 с ростом темпе-

ратуры первоначально увеличивается до температуры

90−100K, затем монотонно уменьшается при одновре-

менном увеличении ширины линии, которое начинается

с температуры 60−70K. При этом положение максиму-

ма поглощения смещается в длинноволновую область.

В образце с количеством периодов N = 20 в области

температур 30−40K наблюдается дополнительный ло-

кальный максимум. Спад поглощения начинается после

перехода максимума при 80K, и далее значение оптиче-

ской плотности продолжает монотонно уменьшаться.

В образце с одиночной квантовой ямой N = 1 зна-

чение оптической плотности растет до температуры

30−40K, затем монотонно уменьшается.

На нижнем графике рис. 4 показаны эксперименталь-

ные температурные зависимости ширины линии основ-

ного (1s) состояния экситона уровней перехода тяжелой

дырки HH1E1.

Уширение спектральной линии экситона имеет доста-

точно сложную природу, для интерпретации которой

выделяют гомогенную и негомогенную компоненты [20].
В области высоких температур зависимость ширины

линии достаточно точно описывается приближением

H(T ) = H0 + Hopt(T ), (1)

где H0 — температурно-независимая составляющая ши-

рины линии;

Hopt(T ) = B
1

exp
(

~ωLO

kT

)

− 1
(2)

— вклад, обусловленный взаимодействием с оптиче-

скими фононами. В расчете использовались параметры

~ωLO = 35.3 мэВ, B = 21.4 мэВ [7].
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Рис. 4. Экспериментальные температурные зависимости мак-

симальной оптической плотности D(T), ширины H(T ) и инте-

грала оптической плотности K(T ) линии поглощения основно-

го (1s) состояния экситона уровней перехода тяжелой дырки

HH1E1 для образца с количеством периодов N = 40 (верхние
графики). Линиями изображены интерпретации эксперимен-

тальных зависимостей. На нижних графиках показаны экспери-

ментальные температурные зависимости ширины линии H(T )
исследуемых образцов. Линиями изображены аппроксимации

ширины линии с учетом температурно-независимого вклада

и вклада, обусловленного взаимодействием с оптическими

фононами (2) с параметрами ~ωLO = 35.3мэВ, B = 21.4мэВ.

Температурно-независимая составляющая ширины ли-

нии увеличивается с увеличением числа слоев (но не

пропорционально их количеству).
Исследуемые структуры выращены наиболее совер-

шенным методом молекулярно-пучковой эпитаксии, по-

этому основной вклад в ширину линии связан с неодно-

родным уширением полем флуктуирующего потенциала,

обусловленного композиционной неупорядоченностью

твердого раствора. Влияние несовершенства интерфейс-

ной границы может вносить лишь незначительный вклад

в ширину линии по сравнению с неоднородным ушире-

нием от сплавного беспорядка. Уширение линии из-за

флуктуаций ширины ям LZ также незначительно.

5. Интегральное поглощение

На нижних графиках рис. 5 показаны эксперимен-

тальные температурные зависимости интеграла оптиче-

ской плотности K(T ) образцов структур множественных

квантовых ям InGaAs/GaAs с различным количеством

периодов N.

Интегральное поглощение в образцах с количеством

периодов N = 10 и 40 монотонно растет с увеличением

температуры и начинает насыщаться при температурах

выше 200K.

Интегральное поглощение в образце с количеством

периодов N = 20 растет до температуры 30−40K, сле-

дуя за ростом оптической плотности. Далее интеграль-

ное поглощение снижается и, претерпевая локальный

максимум при температуре 80K, начинает увеличивать-

ся с температуры 100K и насыщаться к температу-

ре 200K.

Для всех образцов характерены участок монотонного

роста интегрального поглощения в области низких тем-

Рис. 5. Расчетные зависимости интегральных характери-

стик поглощения 2πNŴR KN(T ) (верхние графики). Тем-

пературная зависимость параметра затухания рассчитыва-

лась согласно Ŵ(T ) = A · T + B 1

exp

(

~ωLO

kT

)

−1

с параметрами

A = 1.5мкэВ · K−1, B = 4мэВ, ~ωLO = 35.3мэВ. Выше мас-

штабной сетки цифрами обозначены значения параметра за-

тухания Ŵ, соответствующие значениям температуры T на

нижних делениях оси координат. Экспериментальные темпе-

ратурные зависимости интеграла оптической плотности K(T )
образцов с различным количеством периодов N (нижние
графики). Линиями изображены интерпретации эксперимен-

тальных зависимостей.
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ператур и участок в области высоких температур, где

интегральное поглощение начинает насыщаться.

Такой аномальный вид зависимости интегрального по-

глощения свойствен экситон-поляритонному механизму

светопереноса. В полупроводниковых кристаллах меха-

низм экситон-поляритонного светопереноса вблизи края

фундаментального поглощения осуществляется свобод-

ными экситонами. В структурах с множественными кван-

товыми ямами экситон квазидвумерен и такой механизм

не может быть реализован в направлении локализации.

Интегральное поглощение в образце с одиночной

квантовой ямой растет до температуры 30−40K, за-

тем остается практически постоянным до температу-

ры 140K, после которой наблюдается некоторый спад.

Такая температурная зависимость интегрального погло-

щения характерна для полупроводниковых кристаллов.

Спад интегрального поглощения в области высоких

температур, по-видимому, объясняется погрешностью,

связанной с невозможностью адекватно изолировать

контур линии основного (1s) состояния экситона уров-

ней перехода тяжелой дырки HH1E1 из общего спектра

структуры.

На верхних графиках рис. 5 показаны зависи-

мости интегральной характеристики 2πNŴRKN(T ) =

=
∞
∫

−∞

dωDN(T, ω) поглощения множественных кван-

товых ям [12], рассчитанные для длиннопериодной

структуры GaAs/AlGaAs согласно теории экситон-

поляритонного поглощения с участием механизма све-

топереноса локализованными экситонами. Зависимость

2πNŴRKN(T ) растет от нуля и практически насыщается

при значениях параметра затухания, много больших, чем

значение радиационного затухания Ŵ ≫ ŴR .

Экспериментальные температурные зависимости ин-

теграла оптической плотности K(T ) (нижние графи-

ки рис. 5) и теоретические зависимости интегральной

характеристики поглощения KN(T ) (верхние графики

рис. 5) качественно согласуются. Обе зависимости де-

монстрируют одинаковое аномально низкое поглощение

в области низких температур, соответствующих малым

значениям параметра затухания, и замедление роста ин-

тегрального поглощения в области высоких температур,

соответствующих большим значениям параметра зату-

хания. Таким образом, в структурах с множественными

квантовыми ямами механизм переноса электромагнит-

ной энергии может быть интерпретирован как экситон-

поляритонный, который в отсутствие взаимодействия

экситонов с диссипативной подсистемой происходит без

истинного поглощения света.

Данный механизм связан с особой ролью радиа-

ционного затухания в бесконечных структурах кван-

товых ям и в ограниченных структурах с конечным

числом квантовых ям. Экситон-поляритонный механизм

светопереноса обеспечивается переизлучением локали-

зованных в квантовых ямах экситонов без „механи-

ческого“ переноса экситонов. Если число квантовых

ям в конечной цепочке невелико, то такой механизм

приводит к температурно-зависимому поглощению. При

малых значениях параметра нерадиационного затухания

Ŵ < ŴR , соответствующих низким температурам, радиа-

ционный распад экситона с переизлучением фотона пре-

валирует над диссипативным рассеянием экситона, что

приводит к аномально высокой прозрачности образца и

нарушению закона Бугера. При увеличении параметра

затухания Ŵ ≫ ŴR с ростом температуры диссипативный

распад экситонов становится основным, поглощение

электромагнитной энергии отдельными квантовыми яма-

ми становится независимым, аналогично поглощению в

системе с конечным числом невзаимодействующих изо-

лированных осцилляторов, для которого справедливы

постоянство интегрального поглощения и выполнение

закона Бугера.

Причины возникновения локальных максимумов в за-

висимости интегрального поглощения образца с чис-

лом слоев N = 20 требуют дополнительного изучения.

Возможно, они обусловлены брэгговскими резонансами

в отражении. Коэффициент поглощения в одиночной

квантовой яме, как и его интегральные характеристики,

имеет ограниченный физический смысл. Тем не менее

абсолютное значение интеграла оптической плотности

позволяет выполнить оценку значения радиационного за-

тухания ŴR , используя экспериментально определенное

максимальное значение интеграла оптической плотности

одиночной квантовой ямы Kmax [1]. Для модели кванто-

вой ямы с эффективным локальным откликом [21]

ŴR =
Kmax

2π
= 0.102мэВ.

6. Заключение

Исследование температурной зависимости интеграль-

ных характеристик поглощения линии основного (1s)
состояния экситона уровней перехода тяжелой дырки

HH1E1 длиннопериодных структур InGaAs/GaAs в об-

разцах с близким составом квантовых ям, шириной

ям и периодом структуры показало, что светопере-

нос в области соответствующего экситонного резонанса

имеет экситон-поляритонный характер. Зависимость ин-

тегрального поглощения имеет характерный вид с ми-

нимальной величиной при самых низких температурах

и последующим монотонным ростом, сопровождаемым

уменьшением прозрачности. В области высоких тем-

ператур рост интегрального поглощения практически

прекращается. Такое аномальное поведение интеграль-

ных характеристик поглощения теоретически интерпре-

тируется механизмом светопереноса, возникающим при

резонансном переизлучении квазидвумерных экситонов,

локализованных в квантовых ямах, без „механическо-

го“ переноса экситонов. Когерентность локализованных

экситонных состояний в отдельных квантовых ямах

поддерживается электромагнитной составляющей поля-

ритона, длина волны λ которой существенно больше
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области локализации экситона Lz . Когерентность излу-

чения отдельных квантовых ям в протяженных струк-

турах Nd ≫ λ поддерживается благодаря периодичности

структуры.

В области повышения прозрачности при низких тем-

пературах экспериментально наблюдаемая ширина ли-

нии поглощения основного (1s) состояния экситона

уровней перехода тяжелой дырки HH1E1 существенно

превышает значения истинного диссипативного и ради-

ационного затухания. При этом ширина линии опреде-

ляется неоднородным уширением линии полем флукту-

ирующего потенциала, обусловленного композиционной

неупорядоченностью твердого раствора ямы (внутриям-
ный беспорядок), флуктуациями ширины ямы и периода

структуры (межямный беспорядок), а также влиянием

несовершенства интерфейсной границы.
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Abstract Temperature dependent absorption-edge spectra of

long-period InxGa1−xAs/GaAs multiple quantum well structures

distinguished by number of quantum wells has been studied in

samples with nearly equal well composition, width and structure

period. The experimental results are interpreted with the help

of exciton-polariton light transfer mechanism involving localized

excitons in bounded structures with finite number of quantum

wells. The observed low temperature anomaly of integrated

absorption is associated with reradiation of resonant localized

excitons along finite-length chain of quantum wells in the absence

of exciton transfer. Radiative damping rate of exciton in a single

quantum well has been estimated experimentally. Demonstrated

that at low temperatures the major contribution to the observed

absorption line width of ground exciton state of heavy hole

transition levels is determined by inhomogeneous broadening by

the field of fluctuating potential due to compositional disorder of

solid solution. At low temperatures, inhomogeneous broadening

substantially exceeds the values of radiative and nonradiative

proper dissipative damping.
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